
単層・数層の二硫化モリブデンはグラフェンを凌ぐ次世代原子層半導体として期待が
集まっています。これに電子線照射することで金属転移を発生させ、その半導体・金
属界面に世界で最も薄い原子数層のショットキー接合が存在することを突き止めま
した。電子線照射のみで創製する原子層レベルの次世代集積回路の基盤技術   
として今後の発展が大いに期待されます（論文は下記リンク）。 
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